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Доклад посвящен изучению внутренних оптических потерь в полупроводниковых лазерах на основе квантово-размерных гетероструктур.

Впервые о снижении внутренних оптических потерь в полупроводниковых лазерах было упомянуто в [1]. Последующие исследования привели к созданию концепции мощных полупроводниковых лазеров на основе гетероструктур с малыми внутренними оптическими потерями [2]. Одновременно возник ряд проблем, влияющих на параметры полупроводниковых лазеров и непосредственно зависящих от внутренних оптических потерь в слоях лазерной гетероструктуры, что потребовало углубленного изучения внутренних оптических потерь в мощных полупроводниковых лазерах [3,4].
В докладе определены фундаментальные причины роста внутренних оптических потерь с увеличением тока накачки: 1)температурная делокализация носителей заряда, 2)рассеяние на носителях заряда тока накачки и 3)снижение скорости захвата носителей заряда в квантовые ямы активной области. Предложены физические и конструктивно-технологические пути сохранения внутренних оптических потерь в полупроводниковом лазере с ростом тока.
В докладе исследовано влияние параметров резонатора полупроводникового лазера на внутренние оптические потери. Показана возможность выбора оптимального соотношения внутренних и внешних оптических потерь, вариацией параметров резонатора полупроводникового лазера. Предложены конструктивные решения изменения параметров резонатора для снижения эффектов насыщения усиления и выжигания носителей заряда в мощных полупроводниковых лазерах.
В докладе продемонстрирована возможность модуляции излучения мощного полупроводникового лазера изменением внутренних оптических потерь в резонаторе полупроводникового лазера. Предложен способ переключения типа модовой структуры в резонаторе полупроводникового лазера.
В докладе исследована возможность и определены условия сохранения низких внутренних оптических потерь при создании мощных полупроводниковых лазеров с внутренними дифракционными решетками различных конструкций для повышения спектральной плотности излучения.
В докладе показано, что снижение, сохранение и оптимизация соотношения внутренних и внешних оптические потерь является одним из основных инструментов повышения мощностных, спектральных и модуляционных параметров полупроводниковых лазеров.
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